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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
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　メモリセルと、
　電位生成回路と、
　データバッファと、
　書き込み回路と、
　読み出し回路と、
　ベリファイ回路と、を有し、
　前記電位生成回路は、第１の電位と、第２の電位とを生成する機能を有し、
　前記データバッファは、第１のデータを保持する機能を有し、
　前記書き込み回路は、前記第１の電位を前記メモリセルに供給し、第２のデータを前記
メモリセルに書き込む機能を有し、
　前記読み出し回路は、前記メモリセルの前記第２のデータを読み出す機能を有し、
　前記ベリファイ回路は、前記読み出し回路により読み出された前記第２のデータが、前
記データバッファにより保持された前記第１のデータと一致するか否かをベリファイする
機能を有し、
　前記読み出し回路により読み出された前記第２のデータと、前記データバッファにより
保持された前記第１のデータとが一致しない場合、前記書き込み回路は、前記メモリセル
に第３のデータを書き込み、前記メモリセルに前記第２の電位を供給する機能を有する半
導体装置。
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